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FIGURE 3B

(57) Abstract: A method of transferring a layer from a heterostructure to a receiver substrate comprises the following successive steps:
* supplying a donor substrate (1) made of a first material and a carrier substrate (2) made of a second material, * bonding the donor
substrate (1) to the carrier substrate (2), * thinning the donor substrate (1), so as to form said heterostructure comprising the thinned donor
substrate (10) on the carrier substrate (2), « withdrawing a peripheral portion of the donor substrate (1, 10), » forming a weakening zone
(12) in the thinned donor substrate (10) so as to delimit a layer (11) of the first material to be transferred, » bonding said heterostructure
to a receiver substrate (3), the layer (11) of the first material to be transferred being sited at the bonding interface, * detaching the donor
substrate (10) along the weakening zone (12) so as to transfer the layer (11) of the first material to the receiver substrate (3).
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(57) Abrégé : Un procédé de transfert d'une couche d'une hétérostructure sur un substrat receveur comprend les étapes successives
suivantes : * fourniture d'un substrat donneur (1) d'un premier matériau et d'un substrat support (2) d'un second matériau, * collage
du substrat donneur (1) sur le substrat support (2), * amincissement du substrat donneur (1), de sorte a former ladite hétérostructure
comprenant le substrat donneur aminci (10) sur le substrat support (2), * retrait d'une portion périphérique du substrat donneur (1, 10),
formation d'une zone de fragilisation (12) dans le substrat donneur aminci (10) de sorte a délimiter une couche (11) du premier matériau
a transférer, * collage de ladite hétérostructure sur un substrat receveur (3), la couche (11) du premier matériau a transférer étant située
a l'interface de collage, * détachement du substrat donneur (10) le long de la zone de fragilisation (12) de sorte a transférer la couche
(11) du premier matériau sur le substrat receveur (3).



